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(57) Abstract: The invention relates to a method for synthesis of 
electronic components, incorporating filament structures on a nanometre 
scale, whereby a metallic catalyst (7) is deposited in a nanoporous 
membrane (3) which can penetrate at least a part of the pores (8) of 
the nanoporous membrane (3) and filament structures are grown in the 
catalyst in at least a part of the pores (8) of the nanoporous membrane 
(3). The nanoporous membrane (3) is produced such that the wall of the 
pores (8) comprise a monocrystalline zone and the catalyst (7) is at least 
partially grown on said monocrystalline zone. 

(57) Abrege : Precede* de synthese de composants electroniques 
incorporant des structures filamentaires nanometiiques dans lequel 
on depose, dans une membrane (3) nanoporeuse, d'un catalyseur (7) 
metal lique adapts pour penetrer dans au moins une partie des pores 
(8) de la membrane (3) nanoporeuse et on realise une croissance de 
structures filamentaires sur le catalyseur, dans au moins une partie 
des pores (8) de la membrane (3) nanoporeuse. La membrane (3) 
nanoporeuse est preparee de man i ere adaptee pour que la paroi des 
pores (8) comporte une zone monocristalline et que Ton 6pitaxie au 
moins partiellement le catalyseur (7) sur cette zone monocristalline. 
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